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【はじめに】熱酸化による SiC 基板上に形成さ

れた SiO2膜と SiC 基板間の界面トラップ密度

と固定電荷密度は典型的な SiO2/Si より２桁高

いである。その要因としては余剰炭素の影響と

３配位Oと格子間Cに存在する内部欠陥の存在

が挙げられる[1-2]。こういう問題を克服するた

めにウハェボンディング法で Si 薄膜と SiC 基

板を貼り付け、熱酸化後界面トラップ密度が低

下したという報告があった[3]。今回我々は表

面活性化ボンディング法[4]を用いて p-Si 薄膜

を 4H-SiC 基板上に貼り付け、ウェット酸化し

て容量電圧特性と断面構造の評価を行った。 

【実験】p-Si 薄膜（不純物濃度:2.4E17 cm-3,

厚さ: 800nm）と n-4H-SiC エピ基板(2.8µm, 

1.0E17 cm-3 エピ層/0.5µm, >2E18 cm-3 バッフ

ァ層/基板)からなる p-Si/4H-SiC 接合を作製

した。ウェット酸化（温度:1000℃,時間:20h）

により Si 薄膜を酸化した。接合面の断面観

察と室温における容量電圧測定を行った。 

【結果】接合面の断面 SEM(Scanning Electron 

Microscope)像を図１に示す。観察範囲内に空

隙等は認められない。酸化前 Si 薄膜の厚み

800nmに対してウェット酸化後その厚さは約

1600nmまで増加したことで Si薄膜すべて酸化

されたと見られる。1000℃で 20時間加熱して

も接合面に機械的な欠陥が見られなかった

ことで高い安定性を実証できた。

SiOx/4H-SiC MOS ダイオード容量電圧の測定

で蓄積容量は膜厚測定値と一致することが

明らかになった。 

 

Fig. 1 Cross-section SEM image of SiOx/n-4H-SiC 

interfaces with oxidation at 1000℃for 20 h. 
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